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  3月30号，CEA-LETI 硅技术器件研究中心的首席科学家Simon Deleonibus博士到中科院微

电子所进行学术交流，并做了题为“Prospects for Nanoelectronics CMOS Scaling and Functional 

Diversification”的学术报告。微电子所三室主任刘明研究员主持交流会并致欢迎词，微电子所

30余名科研人员及研究生参加了交流会。  

  Simon Deleonibus博士从机构设置、使命焦点、研究队伍、学科建设能力等方面系统的介

绍了CEA-LETI硅技术器件研究中心概况，并对研究中心在微纳技术、生物技术、新能源技术

三个研究方向做了详细论述。报告中，他纳米电子学的热点问题和趋势、纳米电子学缩小对

摩尔定律的挑战等前沿方面问题出了三维集成、功能多样化以及建构新系统减小功耗等研

究。报告后，与会听众与Simon Deleonibus博士就器件三维集成、异质结构、低功耗等行业关

注的技术问题进行了热烈的学术讨论。  

  Simon Deleonibus博士分别在1979年和1982年从巴黎大学获得应用物理学硕士和博士学

位。作为CMOS和快闪存储器应用方面器件工程的专家，1986年加入CEA - LETI。加入CEA-

LETI以来主持过终极CMOS项目，并担任电子纳米器件实验室主任。已发表超过600篇论文，

并拥有32项专利，并曾获得很多奖项和荣誉，包括被选为IEEE院士及IEEE杰出讲师，是IEEE 

TED (IEEE Transactions on Electron Devices)等知名期刊的编辑。他明的接触插头原理，是半导体

产业中一个在互连过程中广泛使用的标准。在1999年6月，Simon Deleonibus博士和他的团队实

现了第一个20nm的栅极长度的MOSFET器件，这曾是世界上最小的晶体管。  
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